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(57)【要約】
【課題】半導体装置の金属配線を高信頼性化する。
【解決手段】一つの実施形態によれば、半導体装置は、
第１の配線材、開口部、及び電極端子部が設けられる。
第１の配線材は、半導体基板上の第１の層間絶縁膜上に
設けられ、配線層として用いられる。開口部は、第１の
配線材上に設けられた第２の層間絶縁膜をエッチングし
て形成される。電極端子部は、開口部及び開口部周囲の
第２の層間絶縁膜上に設けられ、第１の配線材に接する
バリアメタル膜、シードメタル膜、及び第２の配線材が
開口部を覆うように積層形成され、第２の配線材の上部
及び側面に被覆メタル膜が形成される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上の第１の層間絶縁膜上に設けられ、配線層として用いられる第１の配線材
と、
前記第１の配線材上に設けられた第２の層間絶縁膜をエッチングして形成された開口部と
、
前記開口部及び前記開口部周囲の前記第２の層間絶縁膜上に設けられ、前記第１の配線材
に接するバリアメタル膜、シードメタル膜、及び第２の配線材が前記開口部を覆うように
積層形成され、前記第２の配線材の上部及び側面に被覆メタル膜が形成される電極端子部
と、
を具備することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記電極端子部と離間して前記第２の層間絶縁膜上に設けられ、前記バリアメタル膜、
前記シードメタル膜、及び前記第２の配線材が積層形成され、前記第２の配線材の上部及
び側面に被覆メタル膜が形成される配線部
を更に具備することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２の配線材はＣｕ（銅）から構成され、前記被覆メタル膜はＡｕ（金）から構成
されることを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　半導体基板上の第１の層間絶縁膜上に第１の配線材を形成する工程と、
第１の配線材上に設けられた第２の層間絶縁膜をエッチングして第１の開口部を形成する
工程と、
前記第１の開口部及び前記第２の層間絶縁膜上に、バリアメタル膜及びシードメタル膜を
積層形成する工程と、
前記第１の開口部及び前記第１の開口部周囲の前記バリアメタル膜上に第２の開口部を有
するレジスト膜を形成する工程と、
前記第２の開口部に電界メッキ法を用いて前記シードメタル膜と接する第２の配線材を埋
設する工程と、
前記レジスト膜を熱処理して縮退させ、前記第２の配線材と前記レジスト膜の間に隙間を
形成する工程と、
前記隙間を覆うように前記第２の配線材の上部及び側面に、電界メッキ法を用いて被覆メ
タル膜を形成する工程と、
前記レジスト膜を除去し、前記被覆メタル膜をマスクにして露呈された前記シードメタル
層及び前記バリアメタル膜をエッチングする工程と、
を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　半導体基板上の第１の層間絶縁膜上に第１の配線材を形成する工程と、第１の配線材上
に設けられた第２の層間絶縁膜をエッチングして第１の開口部を形成する工程と、
前記第１の開口部及び前記第２の層間絶縁膜上に、バリアメタル膜及びシードメタル膜を
積層形成する工程と、
前記シードメタル膜上に第１の絶縁膜を形成する工程と、
前記第１の絶縁膜をエッチングして前記第１の開口部及び前記第１の開口部周囲の前記バ
リアメタル膜上に第２の開口部を形成する工程と、
前記第２の開口部及び前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成する工程と、
前記第２の絶縁膜を異方性エッチングして前記第１の絶縁膜の側面に前記第２の絶縁膜を
残置し、側壁絶縁膜を形成する工程と、
前記第２の開口部に電界メッキ法を用いて底部が前記シードメタル膜と接し、側面が前記
側壁絶縁膜と接する第２の配線材を埋設する工程と、
前記側壁絶縁膜をエッチングし、前記第２の配線材と前記第１の絶縁膜の間に隙間を形成
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する工程と、
前記隙間を覆うように前記第２の配線材の上部及び側面に、電界メッキ法を用いて被覆メ
タル膜を形成する工程と、
前記第１の絶縁膜をエッチングし、前記被覆メタル膜をマスクにして露呈された前記シー
ドメタル層及び前記バリアメタル膜をエッチングする工程と、
を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第２の配線材はＣｕ（銅）から構成され、前記被覆メタル膜はＡｕ（金）から構成
されることを特徴とする請求項４又は５に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の微細化、高集積度化、低消費電力化の進展に伴い、半導体集積回路などの
半導体装置に使用される配線には、配線抵抗及び配線間容量の低減化がより一層求められ
ている。この要求に対応するために、従来のＡＬ（アルミニウム）より抵抗率が相対的に
低いＣｕ（銅）を用いた多層配線が多用される。
【０００３】
　Ｃｕ（銅）配線を電極端子部（パッド部）に用いた場合、側面部の酸化や汚染による変
質などが発生して封止された半導体装置の信頼性が低下するという問題点がある。また、
側面部のエッチング量を考慮すると配線層のデザインルールが大きくなるという問題点が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７３５１６５５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、金属配線を高信頼性化することができる半導体装置及びその製造方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの実施形態によれば、半導体装置は、第１の配線材、開口部、及び電極端子部が設
けられる。第１の配線材は、半導体基板上の第１の層間絶縁膜上に設けられ、配線層とし
て用いられる。開口部は、第１の配線材上に設けられた第２の層間絶縁膜をエッチングし
て形成される。電極端子部は、開口部及び開口部周囲の第２の層間絶縁膜上に設けられ、
第１の配線材に接するバリアメタル膜、シードメタル膜、及び第２の配線材が開口部を覆
うように積層形成され、第２の配線材の上部及び側面に被覆メタル膜が形成される。
【０００７】
　他の実施形態によれば、半導体装置の製造方法は、第１の配線材を形成する工程、第１
の開口部を形成する工程、バリアメタル膜及びシードメタル膜を積層形成する工程、レジ
スト膜を形成する工程、第２の配線材を埋設する工程、隙間を形成する工程、被覆メタル
膜を形成する工程、及びシードメタル層及びバリアメタル膜をエッチングする工程を有す
る。第１の配線材を形成する工程では、半導体基板上の第１の層間絶縁膜上に第１の配線
材を形成する。第１の開口部を形成する工程では、第１の配線材上に設けられた第２の層
間絶縁膜をエッチングして第１の開口部を形成する。バリアメタル膜及びシードメタル膜
を積層形成する工程では、第１の開口部及び第２の層間絶縁膜上に、バリアメタル膜及び
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シードメタル膜を積層形成する。レジスト膜を形成する工程では、第１の開口部及び第１
の開口部周囲のバリアメタル膜上に第２の開口部を有するレジスト膜を形成する。第２の
配線材を埋設する工程では、第２の開口部に電界メッキ法を用いて前記シードメタル膜と
接する第２の配線材を埋設する。隙間を形成する工程では、レジスト膜を熱処理して縮退
させ、第２の配線材とレジスト膜の間に隙間を形成する。被覆メタル膜を形成する工程で
は、隙間を覆うように第２の配線材の上部及び側面に、電界メッキ法を用いて被覆メタル
膜を形成する。シードメタル層及びバリアメタル膜をエッチングする工程では、レジスト
膜を除去し、被覆メタル膜をマスクにして露呈されたシードメタル層及びバリアメタル膜
をエッチングする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】第１の実施形態に係る比較例の半導体装置を示す断面図である。
【図３】第１の実施形態に係る比較例の半導体装置を示す断面図である。
【図４】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図５】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図６】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図７】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図８】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図９】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１０】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１１】第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１２】変形例の半導体装置を示す断面図である。
【図１３】第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１４】第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１５】第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１６】第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１７】第２の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１０】
（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図面を参
照して説明する。図１は半導体装置を示す断面図である。図２及び図３は比較例の半導体
装置を示す断面図である。本実施形態では、最上層のＣｕ（銅）からなる金属配線層の上
部及び側面をＡｕ（金）からなる被覆メタル膜で覆っている。
【００１１】
　図１に示すように、半導体装置９０には、配線層として用いられる配線材３、配線材３
に接続される電極端子部５０、及び配線部６０が設けられる。配線部材３及び配線部６０
は、図示しない半導体装置９０に設けられる回路に接続する配線や電源配線として用いら
れる。半導体装置９０は、例えば電極端子（パッド）部５０がＣｕ（銅）やＡｕ（金）を
用いたボンディングワイヤを介して外部端子に接続され、樹脂封止される。
【００１２】
　シリコン基板である半導体基板１上（第１主面）には、層間絶縁膜２が設けられる。層
間絶縁膜２上（第１主面）には、配線層として用いられる配線材３が設けられる。配線材
３上（第１主面）には、層間絶縁膜４が設けられる。
【００１３】
　層間絶縁膜４がエッチング開口された開口部５と開口部５の周囲の層間絶縁膜４上（第
１主面）には、配線材３と接するバリアメタル膜６、シードメタル膜７、及び配線材８が
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積層形成される。電極端子部５０の配線材８の上部及び側面には、被覆メタル膜９が設け
られる。
【００１４】
　層間絶縁膜４上（第１主面）の配線部６０には、電極端子部５０と離間してバリアメタ
ル膜６、シードメタル膜７、及び配線材８が積層形成される。配線部６０の配線材８の上
部及び側面には、被覆メタル膜９が設けられる。
【００１５】
　このため、電極端子部５０及び配線部６０の厚膜金属膜である配線材８は、下部がバリ
アメタル膜６及びシードメタル膜７で覆われ、上部及び側面が被覆メタル膜９で覆われ、
露呈される領域がない。
【００１６】
　ここで、層間絶縁膜2及び層間絶縁膜４には、Ｐ－ＳｉＯＣ膜を用いている。配線材３
、シードメタル膜７、及び配線材８には、Ｃｕ（銅）膜を用いている。バリアメタル膜６
には、ＴａＮ（窒化タンタル）膜を用いている。被覆メタル膜９には、Ａｕ（金）膜を用
いている。電極端子部５０は、Ｃｕ（銅）やＡｕ（金）を用いたボンディングワイヤを介
して外部端子に接続されるので、配線材８を構成するＣｕ（銅）膜は、配線材３よりも厚
く形成され、例えば５乃至１２μｍの範囲の厚さに設けられる。配線材３にはＣｕ（銅）
膜を用いているが、代わりにＡｌ（アルミニウム）を用いてもよい。
【００１７】
　Ｃｕ（銅）は酸化されやすく、汚染等により劣化及び変質しやすい。これに対してＡｕ
（金）は酸化されにくく、汚染等による劣化及び変質が少ない。本実施形態では、電極端
子部５０及び配線部６０のＣｕ（銅）からなる配線材８の上部及び側面をＡｕ（金）から
なる被服メタル膜９で覆っている（下部はシードメタル膜７及びバリアメタル膜６で覆っ
ている）。このため、Ｃｕ（銅）からなる配線材８の酸化や汚染等による劣化及び変質を
大幅に抑制することができ、電極端子部５０及び配線部６０を高信頼性化することができ
る。
【００１８】
　図２に示すように、比較例の半導体装置１００ａには、配線層として用いられる配線材
３、配線材３に接続される電極端子部５０ａ、及び配線部６０ａが設けられる。比較例の
半導体装置１００ａは、電極端子部５０ａ及び配線部６０ａが本実施形態の半導体装置９
０と異なるので、異なる点のみ説明する。
【００１９】
　電極端子部５０ａは、開口部５と開口部５の周囲の層間絶縁膜４上にバリアメタル膜６
、シードメタル膜７、及び配線材８が積層形成され、配線材８上には被覆メタル膜９が設
けられる。被覆メタル膜９は、配線材８及びシードメタル膜７よりも端部がせりだしてい
る。配線材８及びシードメタル膜７は、バリアメタル膜６よりも端部がせりだしている。
電極端子部５０ａは、配線材８の側面の領域Ａには被覆メタル膜９が設けられず、配線材
８が露呈されている。
【００２０】
　配線部６０ａは、電極端子部５０ａと離間し、層間絶縁膜４上にバリアメタル膜６、シ
ードメタル膜７、及び配線材８が積層形成され、配線材８上には被覆メタル膜９が設けら
れる。被覆メタル膜９は、配線材８及びシードメタル膜７よりも端部がせりだしている。
配線材８及びシードメタル膜７は、バリアメタル膜６よりも端部がせりだしている。配線
部６０ａは、配線材８の側面の領域Ａには被覆メタル膜９が設けられず、配線材８が露呈
されている。
【００２１】
　このため、Ｃｕ（銅）からなる配線材８は、側面部が腐食や酸化されやすく、膜質が劣
化及び変質しやすい。また、封止された半導体装置１００ａの場合、配線材８の側面部に
汚染物が侵入すると配線材８が変質して半導体装置１００ａの信頼性が低下する。また、
側面部のエッチング量を考慮すると配線層のデザインルールが大きくなる。
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【００２２】
　図３に示すように、比較例の半導体装置１００ｂは、半導体装置１００ａに表面保護膜
１０を形成し、電極端子部５０ａ上の表面保護膜１０をエッチングして開口部１１を形成
したものである。
【００２３】
　この場合でも、開口部１１を介して表面保護膜１０と被覆メタル膜９の界面から配線材
８の側面の領域Ａに汚染物が侵入し、Ｃｕ（銅）からなる配線材８は、側面部が腐食や酸
化されやすく、膜質が劣化及び変質しやすい。
【００２４】
　次に、半導体装置の製造方法について図４乃至１１を参照して説明する。図４乃至１１
は半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【００２５】
　図４に示すように、シリコン基板である半導体基板１上に、半導体装置９０を構成する
図示しないアクティブ素子やパッシブ素子を形成後、半導体基板１上に層間絶縁膜２、配
線材３、及び層間絶縁膜４を順次、積層形成する。
【００２６】
　次に、図５に示すように、周知のリソグラフィー法を用いてレジスト膜２１を形成し、
レジスト膜２１をマスクにして、例えばＲＩＥ（Reactive　Ion　Etching）法により層間
絶縁膜４をエッチングし開口部５を形成する。レジスト膜２１を除去し、ＲＩＥ後処理で
層間絶縁膜４のエッチング残渣などを除去する。
【００２７】
　続いて、図６に示すように、開口部５及び層間絶縁膜４上にバリアメタル膜６及びシー
ドメタル膜７を積層形成する。バリアメタル膜６及びシードメタル膜７は、例えばスパッ
タ法を用いて形成する。
【００２８】
　そして、図７に示すように、周知のリソグラフィー法を用いてレジスト膜２２を形成し
、開口部５及び開口部５の周囲のシードメタル膜７上に開口部２３と、シードメタル膜７
上に開口部２３と離間する開口部２４とを設ける。
【００２９】
　次に、図８に示すように、第１の電界メッキ法を用いてＣｕ（銅）からなる配線材８を
開口部２３及び開口部２４に埋設する。第１の電界メッキ法は、例えば硫酸銅を主成分と
するメッキ液を用い、温度６０℃、電流密度３乃至５０ｍＡ／ｃｍ２の条件で行う。
【００３０】
　続いて、図９に示すように、レジスト膜２２を熱処理してレジスト膜２２を縮退させ、
縮退したレジスト膜２２ａを形成する。レジスト膜２２の熱処理により、レジスト膜２２
ａと配線材８の間は、レジスト縮退幅Ｗｓｈｒだけ離間され隙間４１が形成される。
【００３１】
　そして、図１０に示すように、第２の電界メッキ法を用いて隙間４１を覆うように、配
線材８の上部及び側面にＡｕ（金）からなる被覆メタル膜９を形成する。第２の電界メッ
キ法は、例えば亜硫酸金ナトリウム系のメッキ液、或いは亜硫酸・チオ硫酸金ナトリウム
系の混合メッキ液を用い、温度６０℃、電流密度１乃至２０ｍＡ／ｃｍ２の条件で行う。
【００３２】
　次に、図１１に示すように、レジスト膜２２ａを除去後、Ａｕ（金）からなる被覆メタ
ル膜９をマスクにしてシードメタル膜７及びバリアメタル膜６をエッチングする。シード
メタル膜７及びバリアメタル膜６のエッチングには、ドライエッチング法を用いているが
ウエットエッチング法を用いてもよい。
【００３３】
　ここで、層間絶縁膜２及び４には、例えば誘電率ｋが２．９のＰ－ＳｉＯＣ膜を用いて
いるが、代わりにＴＥＯＳ膜、ポリアリーレンエーテル（ＰＡＥ）などの有機膜やポーラ
スシリカ膜等を用いてもよい。バリアメタル膜６には、窒化タンタル（ＴａＮ）膜を用い
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ているが、代わりに窒化チタン（ＴｉＮ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、ニオブ
（Ｎｂ）などを用いてもよい。
【００３４】
　上述したように、本実施形態の半導体装置及びその製造方法では、配線層として用いら
れる配線材３、配線材３に接続される電極端子部５０、及び配線部６０が半導体装置９０
に設けられる。電極端子部５０及び配線部６０のＣｕ（銅）からなる配線材８の上部及び
側面をＡｕ（金）からなる被服メタル膜９で覆っている。配線材８は、電界メッキ法を用
いて周囲をレジスト膜２２で形成された開口部２３及び２４に埋設される。被服メタル膜
９は、電界メッキ法を用いてレジスト膜２２が縮退した隙間４１を覆うように配線材８上
に形成される。
【００３５】
　このため、最上層に設けられたＣｕ（銅）配線層（配線材８）の側面部の酸化や汚染に
よる側面部の劣化及び変質を大幅に抑制することができ、高信頼性化されたＣｕ（銅）配
線を有する半導体装置９０を提供することができる。また、最上層に設けられたＣｕ（銅
）配線層の側面部のエッチング量を考慮する必要がないので、配線層のデザインルール（
配線のハーフピッチ幅）を縮小化することができ、高集積度化された半導体装置９０を提
供することができる。
【００３６】
　なお、本実施形態では、層間絶縁膜２上に配線材３を設け、配線材３上に層間絶縁膜４
を設けているが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、図１１に示す半導体
装置９０ａのように、層間絶縁膜２と配線材３の間にキャップ膜３１を設けてもよい。ま
た、配線材３と層間絶縁膜４の間にキャップ膜３２を設けてもよい。例えば、層間絶縁膜
２及び層間絶縁膜４がＬｏｗ－ｋ材の場合、キャップ膜３１及びキャップ膜３２にはＳｉ
ＣＮ膜やＰＥ－ＣＶＤ膜などが好適である。ここでは、電極端子部５０及び配線部６０上
には、表面保護膜１０を設けている。
【００３７】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図面を参照して
説明する。図１３乃至１７は半導体装置の製造工程を示す断面図である。本実施形態では
、被覆メタル膜の形成方法を変更している。
【００３８】
　以下、第１の実施形態と同一構成部分には、同一符号を付してその部分の説明を省略し
、異なる部分のみ説明する。
【００３９】
　図１３に示すように、第１の実施形態と同様にシードメタル膜７まで形成後、シードメ
タル膜７上に絶縁膜１２を形成する。周知のリソグラフィー法を用いて図示しないレジス
ト膜を形成し、このレジスト膜をマスクにして、例えばＲＩＥ法により絶縁膜１２をエッ
チングする。このレジスト膜を除去する。
【００４０】
　次に、図１４に示すように、シードメタル膜７及び絶縁膜１２上に、絶縁膜１２とは膜
質の異なる絶縁膜１３を形成する。例えば、絶縁膜１２にはシリコン酸化膜（ＳｉＯ２膜
）を用い、絶縁膜１３にはシリコン窒素化膜（ＳｉＮ膜）を用いる。
【００４１】
　続いて、図１５に示すように、例えばＲＩＥ法により絶縁膜１３を絶縁膜１２の側壁部
のみ残置し、他の部分をエッチングする。この結果、絶縁膜１２の側壁部には絶縁膜１３
からなる側壁絶縁膜１４が形成される。
【００４２】
　そして、図１６に示すように、第１の電界メッキ法を用いてＣｕ（銅）からなる配線材
８を第１の実施形態と同様に開口部に埋設する。
【００４３】
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　次に、図１７に示すように、絶縁膜１２よりも側壁絶縁膜１４のエッチング速度の大き
なドライエッチング（例えば、窒素添加のフレオンガスを用いたプラズマエッチング）を
用いて、選択的に側壁絶縁膜１４をエッチングして第１の実施形態と同様に隙間４１を形
成する。
【００４４】
　隙間４１を形成後、第２の電界メッキ法を用いて隙間４１を覆うように、配線材８の上
部及び側面にＡｕ（金）からなる被覆メタル膜９を形成する。例えば、ドライエッチング
法を用いて絶縁膜１２をエッチング後、被覆メタル膜９をマスクにして、シードメタル膜
７及びバリアメタル膜６をエッチングする。これ以降は周知の技術を用いて製造されるの
で説明を省略する。
【００４５】
　上述したように、本実施形態の半導体装置の製造方法では、配線層として用いられる配
線材３、配線材３に接続される電極端子部５０、及び配線部６０が半導体装置９０に設け
られる。電極端子部５０及び配線部６０のＣｕ（銅）からなる配線材８の上部及び側面を
Ａｕ（金）からなる被服メタル膜９で覆っている。配線材８及び被服メタル膜９は、電界
メッキ法を用いて形成している。配線材８は、電界メッキ法を用いて、絶縁膜１２がエッ
チングされて形成された開口部に埋設される。被服メタル膜９は、電界メッキ法を用いて
、側壁絶縁膜１４がエッチングされて形成された隙間４１を覆うように配線材８上に形成
される。
【００４６】
　このため、最上層に設けられたＣｕ（銅）配線層（配線材８）の側面部の酸化や汚染に
よる側面部の劣化及び変質を大幅に抑制することができ、高信頼性化されたＣｕ（銅）配
線を有する半導体装置９０を提供することができる。また、最上層に設けられたＣｕ（銅
）配線層の側面部のエッチング量を考慮する必要がないので、配線層のデザインルール（
配線のハーフピッチ幅）を縮小化することができ、高集積度化された半導体装置９０を提
供することができる。
【００４７】
　なお、実施形態では、配線材３と配線材８の間にバリアメタル膜６及びシードメタル膜
７を設けているが必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、配線層であるＣｕ（
銅）にＣｕ（銅）よりも拡散速度の速い異種の金属を添加してバリアメタル膜６を省略し
てもよい。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【００４９】
本発明は、以下の付記に記載されているような構成が考えられる。  
（付記１）　半導体基板上の第１の層間絶縁膜上に設けられる第１のキャップ膜と、前記
第１のキャップ膜上に設けられ、配線層として用いられる第１の配線材と、前記第１の配
線材上に設けられた第２のキャップ膜及び第２の層間絶縁膜をエッチングして形成された
開口部と、前記開口部及び前記開口部周囲の前記第２の層間絶縁膜上に設けられ、前記第
１の配線材に接するバリアメタル膜、シードメタル膜、及び第２の配線材が前記開口部を
覆うように積層形成され、前記第２の配線材の上部及び側面に被覆メタル膜が形成される
電極端子部と具備する半導体装置。
【００５０】
（付記２）　前記電極端子部と離間して前記第２の層間絶縁膜上に設けられ、前記バリア
メタル膜、前記シードメタル膜、及び前記第２の配線材が積層形成され、前記第２の配線
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体装置。
【００５１】
（付記３）　前記バリアメタル膜は、窒化タンタル（ＴａＮ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、
チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、或いはニオブ（Ｎｂ）から構成される付記２或いは
３に記載の半導体装置。
【００５２】
（付記４）　前記第１及び第２の層間絶縁膜は、Ｐ－ＳｉＯＣ膜、ＴＥＯＳ膜、ポリアリ
ーレンエーテル（ＰＡＥ）、或いはポーラスシリカ膜である付記１乃至３のいずれかに記
載の半導体装置。
【符号の説明】
【００５３】
１　半導体基板
２、４　層間絶縁膜
３、８　配線材
　５、１１、２３、２４　開口部
６　バリアメタル膜
７　シードメタル膜
９　被覆メタル膜
１０　表面保護膜
１２、１３　絶縁膜
１４　側壁絶縁膜
２１、２２、２２ａ　レジスト膜
３１、３２　キャップ膜
４１　隙間
５０、５０ａ　電極端子部
６０、６０ａ　配線部
９０、９０ａ、１００　半導体装置
Ｗｓｈｒ　レジスト縮退幅
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